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Beschreibung 

Elektronisches Bauteil mit gestapelten Halbleiterchips in pa- 
ralleler Anordnung • und Verfahren zu dessen Herstellung. 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit gesta- 
pelten Halbleiterchips in paralleler Anordnung und Verfahren 
zu dessen Herstellung unter Einsatz eines Flachleiterrahmens .. 

Ein Stapeln yon Halbleiterchips, urn eine hohere Schaltungs- 
und/oder Speicherdichte zu erreichen, erfordert eino lcnmpl.exe 
Aiip^asuiiy de^s Layouts der einzelnen Halbleiterchips. tfeim 
Stapeln von Halbleiterchips durch Anordnen ihrer RUckseiten 
aufeinander werden entweder spiegelbildliche Layouts fur die ' 
Halbleiterchips vorgesehen, Oder Bondverbindungen sind kom- 
plex uhd in kreuzenderweise anzuordnen oder entsprechend kom- 
plexe Umverdrahtungsfolien miissen den spiegelbildlichen Auf- 
bau lief era. Diese Komplexitat kann auch nicht durch ein zu- 
einander Anordnen der aktiven Oberseiten der Halbleiterchips ■ 
uberwunden werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein 'elektronisches Bauteil zu 
Schaffen, das eine .einfache und kostengiinstige Anordnung fur 
gestapelte Halbleiterchips aufweist. 

GelSst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhangigen 
Anspruche, Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Ansprttchen. 

30 Erfindungsgemafl wird ein elektronisches Bauteil geschaffen, 
das einen Chipstapel mit einem ersten Halbleiterchip und ei- 
nem zweiten Halbleiterchip aufweist, Daruber hinaus weist das 
elektronische Bauteil eine Vielzahl von Flachleitern mit ei- 
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nem Innenabschnitt , elnem Mittenabschnitt, einem Obergangsab- 
schnitt und einem Aufienabschnitt auf • Aufierdem weist das e- 
lektronische Bauteil ein GehSuse auf, in das der Chipstapel 
eingepackt ist und aus dem die Aufienabschnitte der .Flachlei- 
5 ter herausragen. Die Ihnenabschnitte und die Mittenabschnitte 
der Flachleiter sind zwischen den beiden Halbleiterchips an- 
geordnet. AuBerdem sind Bondflachen des ersten Halbleiter- 
chips aber erste Bondverbindungen mit Innenabschnitten- der 
Flachleiter verbunden. Bondflachen des zweiten Halbleiter- 
10 chips sind aber zweite Bondverbindungen mit den Obergangsab- 
schnitten der Flachleiter verbunden. 


Ein derartiges elektronisches Bauteil hat den Vorteil, dass 
ZWei vollstandig identische Halbleiterchips ubereinander ge- 
15 stapelt werden k5nnen, ohne; dass komplexe Anderungen des Lay- 
outs fur die aufeinander zu stapelnden Halbleiterchips vo-rzu- 
sehen sind. Lediglich die erste und die zweite Bondverbindung 
unterscheiden sich dadurch voneinander, dass sich die erste 
Bondverbindung zu dem jeweiligen Innenabschnitt eines Flach- 
20 leiters erstreckt- und sich die zweite Bondverbindung fttr den 
zweiten Halbleiterchip bis zu dem Obergangsabschnitt eines 
Flachleiters erstreckt. Dabei werden komplexe Kreuzungen der 
Bondverbindungen vermieden und spiegelbildliche Anordnungen 
der Bondflachen des ersten Halbleiterchips zu den Bondflachen 
Q 25 des zweiten Halbleiterchips sind ebenfalls nicht erforder- 

lich. Vielmehr sind. die erste und die zweite Bondverbindung 
des ersten und des zweiten Halbleiterchips mit einem Innenab- 
schnitt beziehungsweise einem Obergangsabschnitt desselben 
Flachleiters elektrisch verbunden. Dieser Flachleiter verbin- 
det somit gleich wirkende Elektroden der beiden Halbleiter- 
chips. 


30 
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Die Bondflach'en des ersten und des zweiten Halbleiterchips 
konnen an zueinander kongruenten Positionen angeordnet sein, 
Das hat den" Vorteil, dass die beiden Halbleiterchips vor dem 
Zusammenbau zu eiriem Chipstapel mit identischen Testwerkzeu- 
5 gen' auf ihre FunktionstUchtigkeit getestet werden konnen und 
keinerlei Umprogrammierungen des Testablaufs beziehungsweise 
des Testwerkzeugs erforderlich werden. Diese Moglichkeit* des 
Testens mit identischen Anlagen sowohl des ersten als auch 
des zweiten Halbleiterchips vor einem Stapeln hat den Vor- 
10 teil, dass der . Chips tapel eine wesentlich hohere Ausbeute an 
funktionsf ahigen Stapeln zulasst. Besteht eine derartige Mog- 
lichkeit nicht, so geht die Einzelausbeute fur das jeweilige 
Halbleiteirchip quadratisch .in die Gesamtausbeute ftir den Sta- 
pel ein. 

15 ' s ' 

Sind die Bondflachen des ersten und des zweiten Halbleiter- 
chips in zentralen Bondkan&len angeordnet, so ist es von Vor- 
, teil,' wenn die Halbleiterchips f lachendeckend bzw. kongruent 

zueinander angeordnete BohdkanSle aufweisen, • Dieses erleich- 

20. tert auch die Zuordnung der ersten und zweiten Bondverbindun- 
gen zu den Innenabschnitten bzw. zu den. Ubergangsabschnitten 
der Flachleiter beim Zusammenbau und Bonden der Chipstapel in 
einem Flachleiterrahmen. Innerhalb der Bondkanale konnen die 
Bondpads ein- oder mehrseitig angeordnet sein. Eine weitere 
Q , 25 Erhohung der Zuverlassigkeit und der Einzeltestbarkeit der 

Halbleiterchips vor einem Stapeln wird erreicht, wenn beide . 
Halbleiterchips eine identische Umverdrahtungsebene aufwei- 
sen. Diese Umverdrahtungsebene kann durch einen Interposer 
far Wirebonding oder durch ein Tape fur Leadbonding oder ein 

30 Dunnf ilm/Redistribution fur Wafer-Level-Package realisiert 
sein. Die dadurch bewirkte Auffacherung der Kontakte des 
Halbleiterchips erleichtert einen zeitweisen 2ugriff mit 
Testnadeln eines externen Prtifgerats. 
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Eine gefahrlose Testbarkeit kann dadurch gewShrleistet wer- 
den, dass die Verbindung uber Umverdrahtungsleitungen zwi- 
schen den Bondf lachen* und der Umverdrahtungsebene durch eine 
5 Verkapselung in Form einer Schutzschicht gew&hrleistet wird. 
Eine solche Schutzschicht kann durch Drucken, Molden, Dispen- 
sen oder Abscheiden erreicht werden. Urn ein einf aches und 
wirkungsvolles Stapeln fur erste. und zweite Halbleiterchips 
mit zentralem Bondkanal und nebeneinander angeordneten Reihen 
10 von Bondflachen zu erreichen, wird der erste Halbleiterchip 

mit seiner aktiven Oberseite, auf Mittenabschnitten von Flach- 
leitern befestigt und der zweite Halbleiterchip mit seiner 
Ruckseite 'auf diesen Mittenabschnitten angebracht. Dabei sind 
die Mittenabschnitte der Flachleiter zwischen den beiden 
15 Halbleiterchips angeordnet. Somit sind sowohl der erste Halb- 
leiterchip als auch der zweite Halbleiterchip mit den ent- 
sprechenden Abschnitten der zugehdrigen Flachleiter auf ein- 
f ache Weise verbunden, ohne die Position der Bondf lfichen . 
spiegeln zu mUssen und ohne kreuzende Bonddrahte vorzusehen. 

20 

Die Aufienabschnitte der Flachleiter, die aus dem Gehause her- 
ausragen, konnen eine z-formige Abwinklung aufweisen, die 
derart ausgerichtet ist, dass die Halbleiterchips mit ihren 
aktiven Oberseiten in Richtung der- Abwinklung ausgerichtet 
Q- 25 .sind* In diesem Fall entsteht ein elektronisches Bauteil mit 

einem Chipstapel, bei dem eine sogenannte "Face-down"- 
Struktur entsteht, bei der die aktiven Oberseiten der Halb- 
leiterchips zur Unterseite des elektronischen Bauteils ausge- 
richtet sind. Durch Abwinklung der Aufienabschnitte der Flach- 
30 leiter in die entgegengesetzte Richtung entsteht eine soge- 
nannte "Face-up"-Struktur, bei der die aktiven Oberseiten der 
Halbleiterchips in Richtung auf die Oberseite des elektroni- 
schen Bauteils ausgerichtet ist. Diese beiden Strukturen kttn-' 
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nen fur den warmehaushalt des elektronischen Bauteils von 
entscheidender Bedeutung sein, insbesondere wenn das elektro- s 
nische Bauteil eine auf das Geh&use aufgebrachte Warmesenke 
aufweist. 

5 

Aufterdem. ist es mdglich, dass innerhalb der Verpackung der 
Obergangsabschnitt der Flachleiter eine Abwinklung in Rich- 
tung auf die aktive Oberseite des zweiten Halbleiterchips 
aufweist- Eine derartige innere Abwinklung des Flachleiters 

10 im Bereich des Obergangsabschnitts hat den Vorteil, dass ei- 
nerseits die Verankerung des Flachleiters in der GehSusepa- 
ckung verbessert wird und andererseits die Bondflache auf dem 
Obergangsabschnitt auf das Niveau der aktiven Oberseite des 
zweiten Halbleiterchips angehoben wird- Die Bonddrahtlange 

15 der zweiten Bondverbindung wird verkurzt. Ferner ist vorteil- 
hafterweise ein Bonden . zwischen dem zweiten Halbleiterchip 
und dem Ubergangsabschnitt des Flachleiters auf gleichem Ni- 
veau maglich. , 

20. Bin Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
mit einem Chipstapel weist die nachf olgenden Verfahrens- 

Schrittc auf. ZnnSnhflt*. wi rH en n erster und. *in z:w*iter Halb- 
leiterchip mit kongruent angeordiieten Bondflachen fur einen 
Chipstapel bereitgestellt , AnschlieBend werden fur jeden der 
25 Halbleiterchips getrennt Funktionstests durchgef uhrt . Dazu 

werden mehrere Bondflachen wahrend des Funktionstests von ei- 
nem Testwerkzeug kontaktiert, wobei Nadein oder Balls zum 
Einsatz koinmen konnen. 


30 


Sind die Bondflachen nicht unmittelbar im Bondkanal angeord- 
net, sondern auf einer Umverdrahtungsebene, so kann die Kon- 
taktierung . iiber die Bondflachen auf der Umverdrahtungsebene 
erfolgen. Wahrend des Tests kann die Ubrige aktive -Oberseite 
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bzw. Bondungen des Halbleiterchips insbesondere im Bondkanal 
durch eine Verkapselungsschicht geschutzt sein, Diese Verkap- 
selungsschicht kann unter Freilassen der Bondf lachen durch 
Drucken, Molden, Dispensen oder Abscheiden hergestellt wer- 
5 den. Die Verkapselungsschicht auf demersten Halbleiterchip 
kann beim Zusammenbau des Stapels gleichzeitig zur mechani-. 
schen Fix.ierung des dartlber angeordneten zweiten Halbleiter- 
chips dienen. 

10 Nach einem getrennten- Durchf iihren der Funktionstests der bei« 
den Halbleiterchips steigt die Wahrscheinlichkeit fur die 
Funktionsfahigkeit des elektronischen Bauteils mit Chipstapel 
erheblich an. Nach. erf olgreichem Funktionstest werden die 
funktionsgetesteten ersten Halbleiterchips ausgerichtet und 

15 auf einer Seite von Mittenabschnitten von Flachleitern in ei- 
ner Bauteilposition eines Flachleiterrahmens fixiert. 


Urn die Hbhe des Bauteils niedrig "zu halten und Kosten zu spa- 
ren wird auf zusatzliche, die Halbleiterchips tragende Chip- 
20 inseln verzichtet. Der erste Halbleiterchip wird somit ledig- 
lich von einer Seite der Mittenabschnitte einer Vielzahl der 
Flachleitern getragen. AnschlieJiend wird die erste Bondver- 
bindung zwischen den Bondf lichen des ersten Halbleiterchips. 
und entsprechenden Innenabschnitten von Flachleitern herge- 
^ 25 stellt. Somit kann ein nur geringfugig geanderter Prozess- 

^■f- fluss, wie er bereits fur nicht gestapelte Flachleiterrahmen- 

Techniken eingesetzt wird, auch far die erf indungsgerticifte L6- 
, sung mit Vbeide Halbleiterchips nach oben" kostengunstig aus- 
gefUhrt werden. 


30 


Nach dem Anbringen des ersten untefen Halbleiterchips wird 
der zweite obere Halbleiterchip auf einer gegeniiberliegenden 
Seite der Mittenabschnitte der Flachleiter fixiert. Dazu wird 
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die RUckseite. des zweiten Halbleiterchips auf diesen Mitten- 
abschnitten befestigt* Danach werden zweite Bondverbindungen 
zwischen den Bondflachen des zweiten Halbleiterchips und ent- 
sprechenden Obergangsabschnitten der Flachleiter hergestellt . 
Abschliefiend wird dieser Aufbau gemoldet. Dazu wird der Chip- 
stapel mit Bondverbindungen und Flachleitern an Bauteilposi- 
tionen eines Flachleiterrahmens in eine Kunststof f gehausemas- 
se unter Herausragen lassen von Auflenabschnitten der Flach- 
leiter des Flachleiterrahmens verpackt. 


An jeder Bauteilposition des Flachleiterrahmens befindet sich 
sennit ein erf indungsgem&Ber Chipstapel, der die doppelte 
Schaltungsdichte und doppelte Speicherdichte erreicht, ohne 
dass die Standardgehausehfthe. von 1,2mm uberschritten wird, 
15 Dazu wird eine Klebef.olie fur das Kleben der Halbleiterchips 
an die Mittenabschnitten der Flachleiter eingesetzt, die nur 
wenige Mikrometer dick ist. 

Nach dem^Verpacken der Chipstapel werden die Bauteilpositio- 
20 nen aus dem Flachleiterrahmen unter Abwinkeln der AuJiehab- 

schnitte ausgestanzt. Bei diesem Ausstanzen werden gleichzei- 
tig Querverbindungs- und Haltestege zwischen den Flachlei- 
tern, die der Stabilisierung des Flachleiterrahmens dienen, 
abgetrennt. Die Richtung der Abwinklung' h&ngt davon ab, ob 
25 eine " Face-up"-Struktur oder eine "Face-down"-Struktur er- 
reicht werden soil. ' - 

Bei einer weiteren Verf ahrensvariante ist es vorgesehen, dass 
auf die aktive. Oberseite des ersten und des zweiten Halblei- 
30 ter chips vor dem Zusammenbau eine Umverdrahtungsf olie bzw. 

Umverdrahtungsschicht aufgebr^cht wird, Diese Umverdrahtungs- 
folie weist Umverdrahtungsleitungen auf und besitzt gr6i3ere 
Bondflachen, als sie in dem zentralen Bondkanal mSglich sind. 
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Diese Umverdrahtungsleitungen auf der aktiven Oberseite des 
Halbleiterchips sind durch Kontakte mit Kontaktf lachen im 
zentralen Bondkanal elektrisch verbunden.' Anstelle von abge- 
bogenen Umverdrahtungsleitungen kdnnen hier auch zusatzliche 
5 Bonddrahte fttr zusatzliche Bondverbindungen vorgesehen wer- 
den. In diesem Fall weist die Umverdrahtungsf olie eine Urn- 
verdrahtungsstruktur auf, die Bondflachen far ein Verbinden 
■ mit den Flachleitern aufweist und Umverdrahtungsleitungen, 
die von diesen Bondflachen zu Bondfingern fUhren. Dabei sind 
10 die Bondfinger im Randbereich des zentralen Bondkanals ange- 
' ordnet und von diesen Bondfingern gehen die zusatzlichen 
^ Bondverbindungen zu den Kontaktf lachen in dem zentralen Bond- 

{ q kanal der Halbleiterchips aus. 

IS Zusammenf assend ist f estzustellen, dass mit der erf indungsge- 
mafren Lttsung eine Erhohung der Speicherdichte durch Stapeln 
bei gleichbleibender Gesamthtihe von Standardgeh&usen erreicht 
• werden kann. Ferner konnen in dem Stapel Halbleiterchips mit 
(doppelreihigen Bondflachen eingesetzt werden, ohne dass spie- 
20 - gelbildliche Layouts fur den zweiten Halbleiterchip im Stapel 
erforderlich sind. Durch die Kongruenz der Bondf lachenpositi- 
onen ist es daruber hinaus mSglich, mit herktfmmlichen Test- 
werkzeugen und' Testanlagen -die Funktionsf ahigkeit jedes ein- 
zelnen Halbleiterchips vor einem Zusammenbau 2u testen, was 
( • 25 die Ausbeute ftir das elektronische Bauteil mit Chipstapel 

verbessert. 

Die Erfindung wird nun anhand der beiliegenden Figuren nSher 
erlautert . 

Figur 1 zeigt .einen schematischen Querschnitt durch ; ein e- 
lektronisches Bauteil gemali einer ersten Ausffih- 
rungsform der Erfindung, 


30 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eiri e- 
lektronisches Bauteil gemafl .einer zweiten Ausfiih- 
fungsform der Erfindung, 

• 5 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e- 
lektronisches Bauteil gemafi einer dritten Ausfilh- 
rungsform der Erfindung, 

10 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e- 
lektronisches Bauteil gem&fi einer vierten Ausftih- 
^ '• rungsform der Erfindung. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e- 
15 lektronisches Bauteil 1 gem£fc einer ersten Ausf ahrungsf orm 
. der Erfindung. In einem Gehause 15 aus einer Kunststof fmasse 
ist ein Ghipstapel 2 angeordnet. Dieser Chipstapel 2 weist 
einen ersten Halbleiterchip 3 und einen zweiten Halbleiter- 
chip 4 auf, die bei' dieser ersten Ausf ahrungsf orm der Erfin- 
. 20 dung eine "beide Chips nach oben"-Struktur bilden. Der in 

dieser Ausf uhrungsf orm untere,. erste Halbleiterchip 3 ist mit 
seiner aktiven Oberseite 20 an Mittenabschnitten 7 einer 
Vielzahl von Flachleitern 5 angeklebt. Diese Flachleiter wei- 
sen noch einen Innenabschnitt 6, einen Obergangsabschnitt 8 
^ 25. und einen Auftenabschnitt 9 auf. Der Aufienabschnitt 9 ragt aus 

^P- dem Gehause 15. Der Obergangsabschnitt 8 erstreckt sich in 

das Gehause 15 hinein, Der Innenabschnitt 6 und der Mittenab- 
schnitt 7 sind zwischen den Halbleiterchips 3 und 4 angeord- 
net. . 


30 


Eine Klebstof ff olie 32. verbindet mechanisch die Oberseite 20 
des ersten Halbleiterchips 3 mit einer Seite des Mittenab- 
schnitts 7. Ein weiteres Klebstof ff olie 33 verbindet die ge- 
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geniiberliegende Seite des Mittenabschnitts 7 mit einer Ruck- 
seite 21 des zweiten Halbleiterchips 4 . Beide Halbleiterchips 
3 und 4 sind identisch aufgebaut und weisen in ihrem Zentrum 
einen langgestreckten Bondkanal 16 beziehungsweise 17 auf. 
Diese Bondkanale. 16 und 17 haben zweireihig nebeneinander an- 
geordnete Bondflachen 10 und 11- Die Bondflachen 10 und 11 
des ersten und zweiten Halbleiterchips 3 und 4 in den ent- 
sprechenden Bondkanaien 16 und 17 sind deckungsgleich bzw. 
kongruent zueinander angeordnet, Diese kongruente Anordnung 
der Bondflachen erleichtert das Bonden in dem in Figur 1 ge- 
zeigten Aufbau mit einem Chipstapel 2> 


In der Ausf uh'rungsf orm der Erfindung gemSIV Figur 1 ist die 
Bonddrahtlange der ersten Bondverbindung 12 wesentlich kurzer 
15 als die Bonddrahtlange der zweiten Bondverbindung 13, da die 
erste Bondverbindung zwischen Bondflachen 10 des Bondkanals 
16 mit Innenabschnitten 6 der Flachleiter 5 verbunden ist und 
die zweite Bondverbindung 13 mit ihrem Bonddraht die Entf ar- 
ming zwischen Bondkanal 17 des zweiten elektronischen Bau- 
20 teils 4 und den Ubergangsabschnitten 8 der Flachleiter 5 zu 
uberwinden hat. 

Die Gehausedicke h ist mit 1,2 mm nicht. grSiBer als die Stan- 
dardgehausedicke elektronischer Bauteile mit nur einem Halb- 
25 leiterchip im Gehause. -Die AuBenabschnitte 9 der Vielzahl der 
\j0^ Flachleiter 5 weisen eine z-formige Abwinklung 24 auf, die in 

- dieser Ausfuhrungsform gemafl Figur 1 derart nach unten abge- 
winkelt ist, dass die aktiven Oberseiten 20 und "21 der Halb- 
leiterchips 3 und 4 in Richtung auf die Oberseite 34 des Ge- 
30 hauses-15 ausgerichtet sind. Eine derartige Struktur wird 
auch "Face-up"-Struktur genannt . 
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Das elektronische Bauteil 1 gemaii der Figur 1 wird in einem 
Prozessfluss hergestellt, der sicK geringfugig yon der Pro- 
zessierung von nicht gestapelten Halbleiterchips in elektro- 
nischen Bauteilen unterscheidet . Auf einen Flachleiterrahmen 
5 . mit mehreren Bauteilpositionen und • Flachleitern 5 warden 

beidseitig klebende Klebstof f olien 32 und 33 aufgebracht. Zu- 
nachst wird der untere Halbleiterchip 3 angebracht. Anschlie- 
Jiend erfolgt die elektrische Kontaktierung mittels Drahtbon- 
den.zwischen Bondflachen 10 des ersten unteren Halbleiter- 

10 chips 3 und Innenabschnitten 6 der Flachleiter 5. Danach wird 
der obere zweite Halbleiterchip 4 auf der Klebstof ffolie 33 
fixiert und ebenfalls mittels Drahtbonden elektrisch mit 0- 
bergangsabschnitten 8 der Flachleiter 5 kontaktiert. An- 
schlie'Bend wird der Aufbau gemoldet, wobei das Geh&use 15 er- 

15 zeugt wird. 

Eine Absch&tzung der GesamthShe des elektronischen Bauteils 
mit einem Chipstapel 2 zeigt, dass die Dicke h des MoldkSr- 
pers unver&ndert gegenttber. Standardgehausehtthen belassen wer- 
20 den kann . Vor dem Einbauen der beiden Halbleiterchips 3 und 4 
werden diese auf ihre Funktionsf ahigkeit getestet, so dass 
nur funktionsf ahige Halbleiterchips fur den Aufbau eines 
Chipstapels berucksichtigt werden. 

25 Figur 2 zeigt einen sch'ematischen Querschnitt durch ein e- 

lektronisches 3auteil 120 gem£ii einer zweiten Ausf uhrungsf orm 
der Erfiridung. Komponenten in den nachf olgenden Figuren 2 bis 
4, die gleiche Funktionen wie in Figur 1 aufweisen, werden 
mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra er- 
ttrtert. Ein Unterschied zwischen der ersten Ausf Uhrungsf orm 
der Erfindung gemaB Figur 1 und der zweiten Ausf uhrungsf orm 
gemaft Figur 2 liegt darin, dass die Abwinklung 24 der Aufcen- 
abschnitte 9 der Flachleiter 5 entgegengesetzt gerichtet ist 


30 
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zu der Abwinklung 24 der Figur 1. Die aktiven Seiten .20 und 
21 des Chips 3 und des Chips 4 sind beziiglich der Bauteilkon- 
taktierung nach unten. ausgerichtet , Deswegen liegt in Figur 2 
eine "Face-down'^Struktur vor. Eine derartige " Face-down" - 
5 Struktur kann intensiv von der Rttckseite' des ersten Halblei- 
terchips 3 aus gektthlt werden r wenn auf der Oberseite 34 des 
Gehauses 15 ein in dieser- Ansicht nicht gez'eigter zusatzli- 
cher Kuhlkorper angeordnet wird. 

10 Figur .3 zeigt einen schematischen Querschnitt ' durch ein e- 

lektronisches Bauteil 130 gemaft einer dritten Ausf iihrungsf orm 
der Erfindung. Die Ausf tihrungs form gemaft Figur 3 unterschei-. 
det sich von den vorhergehenden Ausf uhrungsf ormen gemafi Figu- 
xen 1 und 2, dadurch r . das s die .Kontaktf lichen 30 und 31 in den 
15 Bondkanalen 16 und 17 uber eine Bondverbindung " 14 mit einer 
Umverdrahtungseb'ene 18 bzw. 19 verbunden sind, auf der sich 
grttfiere Bondflachen 10 und 11 ftir die erste und zweite Bond- 
verbindung 12 und 13 befinden.- Dadurch wird eine Auffacherung 
.der Kontaktf lachen bewirkt. Dies erleichtert einen Funktions-. 
20 test jedes einzelnen Halbleiterchips 3 und 4 mit: demselben 

Testwerkzeug vor dem Zusammenbau zu ; einem Chipstapel 2, womit 
die Ausbeute f unktionsf ahiger Bauteile 1 mit Chipstapel 2 er- 
hoht wird. Die zusatzliche Bondverbindung 14 in der Ausf uh- 
rungsf orm nach Figur 3 wird durch Umverdrahtungsleitungen, 
25 die sich bis auf die aktiven Oberseiten 20 beziehungsweise 21 
in dern jeweiligen Bondkanal 16 beziehungsweise 17 erstrecken 
realisiert. Wahrend Figur 3 ein Ausf tthrungsbeispiel einer 
"Face-down"-Struktur zeigt, wird in der Figur .4 eine "Face- 
up"-Struktur gezeigt. Die Umverdrahtungsebene 18, 19 ist hier 
30 ein zusatzlicher Interposer, also ein Leiterplattenmaterial 
mit Kupf erschicht • In hier nicht dargestellten Ausfuhrungs- 
. formen ist sie ein Tape-Material mit Leiterbahn, die mit ei- 
nem Tape-automated-bonding-Verfahren kontalctiert ist, oder 
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eine einfache Metallisierungsschicht auf den Chipoberf lachen 
die passiviert worden sind, 

Figur 4 zeigt einen schema tischen Querschnitt eines elektro- 
5 nischen Bauteils 14 0 gemaft einer vierten Ausf tihrungsf orm der 
Erfindung, Ein Unterschied der Ausfiihrungsf orm gemafl Figur 4 
zu der Ausf tihrungsf orm gemaft Figur 3 besteht darin, dass ne- 
ben der Umkehr der Ausriphtungen der Halbleiterchips eine zu- 
satzliche Abwinklung 25 fur die Obergangsabschnitte 8 inner- 

10 halb des Gehauses 15 aus Kunststoff vorgesehen ist. Diese Ab- 
winklung. 25 ist in Richtung der aktiven Oberseite 23 des 
zweiten Halbleiterchips 4 angeordnet, so dass die Lange des 
Bonddrahtes der zweiten Bondverbindung 13 gegenuber dem Bond- 
draht der 3. Ausf ahrungsf orm gem&ii Figur 3 verkurzt ist. Au- 

15 fierdem ist die L&hge der zweiten Bondverbindung 13 durch die 
Anordnung von Bondf lachen 11 auf einer Umverdrahtungsebene 
verklirzt, Daruber hinaus wird mit der Abwinklung des Ober^ 
gangsabschnittes 8 eine verbesserte Verankerung des Flachlei- 
. ters 5 in dem Gehause 15 aus Kunststoff erreicht, 

20 
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Bezugszeichenliste 

1 elektronisches Bauteil 

2 Chipstapel 

5 3 erstes Halbleiterchip . 

4 zweites Halbleiterchip 

5 Flachleiter 

6 Innenabschnitt 

7 . Mittenabschnitt 

10 8 Obergangsabschnitt 

9 Auftenabschnitt 

10 ' Bondflachen des ersten Halbleiterchips ' 

11 Bondf lachen des zweiten Halbleiterchips 
. 12 erste Bondverbindung 

15 13 zweite Bondverbindung 

•14 zusatzliche Bondverbindung 

15 Gehause 

16 Bondkanal des ersten Halbleiterchips 

17 Bondkanal des zweiten Halbleiterchips 

20 18. Umverdrahtungsschicht des ersten Halbleiterchips 

19 umverdrahtungsschicht des zweiten Halbleiterchips 

20 aktive Oberseite des ersten Halbleiterchips 

21 , aktive Oberseite* des zweiten Halbleiterchips 

22 Rttckseite des ersten Halbleiterchips 
25 23 Rttckseite des zweiten Halbleiterchips 

24 z-fdrmige Abwinklung 

25 Abwinklung des Ubergarigsabschnitts 

26 Seite eines Flachleitermittenabschnitts 

27 gegenuberliegende Seite eines Mittenabschnitts 
30 28 . Umverdrahtungsfolie des ersten Halbleiterchips 

29 Umverdrahtungsfolie des zweiten Halbleiterchips 

30 Kontaktf lache des ersten 'Halbleiterchips 

31 Kontaktf lache des zweiten Halbleiterchips 
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32 Klebeband 

33 Klebeband 


34 oberseite des Gehauses 

120,' 

5 130,140 elektronische Bauteile 


Gehausedicke des elektronischen Bauteils 


r 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauteil das folgende Merkmale aufweist: 
eineri-Chipstapel (2) mit 
5 - einem ersten Halfoleiterchip (3) und • 

einem zweiten Halbleiterchip' (4 ) 
eine Vielzahl vom Flachleitern (5) mit < 

.einem Innenabschnitt (6), 
- einem Mittenabschnitt (7) , 
10 - einem Obergangsabschnitt - ( 8 ) und 

' einem Aulienabschnitt (9), 
ein Gehause (15) 
wobei der Innenabschnitt (6) und der Mittenabschnitt (7) 
zwischen den Halbleiterchips (3,. 4) angeordnet sind, und 
15 wobei BondflSchen (10) des ersten Halbleiterchips (3) U- 

ber erste Bondverbindungen (12) mit- Innenabschnitten (6) 
von' Flachleitern (5) verbunden sind, und wobei Bondfla-' 
chen (11) des zweiten Halbleiterchips (4) uber zweite- 
Bondverbindungen (13) mit Obergangsabschnitten . (8 ) von 
20 Flachleitern (5) verbunden sind. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, ■• 
dadurch gekennzeichnet , dass 

die erste und die zweite . Bondverbindung (12, 13) mit ei- 
25 nem Innen- (6) bzw, Obergangsabschnitt (8) desselben 

Flachleiters (5) elektrisch verbunden sind. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass. 

30 <3ie Boridflachen (10, 11) des ersten und des zweiten 

Halbleiterchips (3, 4) an zueinander kongruenten Positi- 
onen angeordnet sind. 
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4. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, 

dadurch gekennz-eichnet, " dass 

die Halbleiterchips (3, 4) in kongrueht zueinander ange- 
5 ordneten Bondkanalen (16, 17) des ersten und des zweiten 

Halbleiterchips (3, 4} Bondflachen (10, 11) aufweisen. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, ' . 

10 dadurch" g'ekennzeichnet, das-s 

die Bondflachen (10/ 11) des ersten ' und des zweiten. 
- x Halbleiterchips (3 f 4) auf Umverdrahtungsschichten (18, 

, (M 19) Oder Umverdrahtungsfolien der Halbleiterchips (3,. 4) 


15 


angeordnet sind. 


6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
. sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, d a s s 

der erste Halbleiterchip (3) mit seiner aktiven Obersei- 
20 te (20) auf Mittenabschnitten (7) von Flachleitern (5) 

befestigt ist, und dass der zweite Halbleiterchip (4.) 
mit seiner Rttckseite (23) auf Mittenabschnitten {7} von 
Flachleitern (5) befestigt ist. 

Q 25 7 - Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

spriiche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
die Auftenabschnitte (9) der Flachleiter (5) eine z- 
formige Abwinklung (24 ) auf weisen, die derart ausgerich- 
30 tet ist, dafl die Halbleiterchips { 3, 4) mit Ihren akti- 

ven Oberseiten (20,. 21) entweder in Richtung der Abwink- 
lung (24) oder entgegen der Richtung der Abwinklung (24) 
ausgerichtet sind. 
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8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
5 der Ubergangsabschnitt (8) der Flachleiter (5) .eine Ab- 

winklung. (25) in Richtung auf die aktive Oberseite (21) 
des zweiten Halbleiterchips (4) aufweist. 

9. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils, 
10 das. folgende Verf ahrensschritte aufweist: . 

- Bereitstellen von einem ersten und ,einem zweiten 
Halbleiterchip (3, 4) itiit Jcongruent angeordneten 
Bondfl&chen (i0, 11) fur einen Chipstapel (2.) , 

- Ausrichten und Aufbringen des ersten Halbleiter- 
15 chips (3) auf einer Seite (26) von Mittenabschnit- 

ten (7) von Flachleitern (5) einer Bauteilposition 
eines Flachleiterrahmens, indent eine aktive Ober- 
seite (20) des ersten Halbleiterchips (3) auf den 
Mittenabschnitten (7) befestigt wird und erste 
20 Bondverbindungen (12) zwischen den BondflSchen (10) 

des ersten Halbleiterchips (3) und entsprechenden 
Innenabschnitten (6) von Flachleitern (5) herge- 
stellt werden, 

Ausrichten und Stapeln des zweiten Halbleiterchips 
25 . (4) auf einer gegentiberliegenden Seite (27) der 

Mittenabschnitte (7), indem eine Ruckseite (23) des 
zweiten Halbleiterchips (4) auf den Mittenabschnit- 
ten (7) befestigt wird und zweite Bondverbindungen 
(13) zwischen den Bondf lichen (11) des zweiten 
30 Halbleiterchips (4) und entsprechenden Ubergangsab- 

schnitten (8) der Flachleiter (5) hergestellt wer- 
den, 
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Verpacken der Chipstapel (2) mit Bondverbindungen 
{12/ 13, 14) and Flachleitern (5) an Bauteilpositi- 
onen des Flachleiterrahmens in einer Kunststof f ge- 
h^usemasse unter Herausragenlassen yon AuBenab- 
5 schnitten (9) der Flachleiter (5) des Flachleiter- 

rahmens 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzei chnet', dass 

10 nach dem Verpacken der Chipstapel (2) die Bauteilpositi- 

onen aus dem Fachleiterrahmen unter Abwinke.lh der Aufren- 
abschnitte (9) der Flachleiter (5) gestanzt werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder Anspruch "10, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass 

auf die aktive Oberseite (20, 21) des ersten und des 

zweiten Halfaleiterchips (3,. 4) eine Umverdrahtungsf olie 
(28, 29) aufgebracht wird, die einen zentralen Bondkanal 
(16/17) aufweist und anschlieBend zusatzliche Bondver- 
20 bindungen (14) von der Umverdrahtungsf olie (28, 29) zu 

Kontaktf lachen (30, 31) in dem zentralen Bondkanal (16, 

17) hergestellt werden. 


C 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauteil mit gestapelten Halbleiterchips in pa-, 
ralleler Anordnung und Verfahren zu dessen Herstellung . 

5 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mit ei- 
nem Chipstapei (2) , wobei der Chipstapel 1 (2) einen ersten 
Halbleiterchip (3), einen zweiten Halbleiterchip (4) und eine 
Vielzahl dazwischen angeordneter Flachleiter. (5) mit einem 

10 die Halbleiterchips tragenden Mittenabschnitt (7) aufweist, 
Erste Bondverbindungen (12) verbinden den ersten Halbleiter- 
chip (3) und zweite Bondverbindungen (13) verbinden den zwei- 
ten Halbleiterchip (4) mit Innenabschnitten (6) bzw. Uber- 
gangsabschnitten (8) der Flachleiter (5)., die mit Auiienab- 

15 schnitten (9) a us einem ^Gehause (15) herausragen. 

[Figur !]• 


c 
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